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(57)【要約】
　電子デバイス（１０）の製造方法は、プラスチック材
料を有する基板（２０）を用意する。微粒子材料（１６
）は基板の少なくとも１つの表面内に埋め込まれる。薄
膜半導体材料の層は基板（２０）上に堆積される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）少なくとも１つのプラスチック材料を含む基板を用意する工程と、
　ｂ）微粒子材料を前記基板の少なくとも１つの表面内に埋め込む工程と、
　ｃ）前記微粒子材料を有する前記表面上で薄膜電子デバイスを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記微粒子材料は繊維である、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　ｄ）前記微粒子材料を前記基板の第２の表面内に埋め込む工程と、
　ｅ）前記埋め込まれた微粒子材料を有する前記第２の表面上に薄膜電子デバイスを形成
する工程と、
　をさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記電子デバイスは１つまたは複数の薄膜トランジスタを含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）少なくとも１つのプラスチック材料を含む基板を用意する工程と、
　ｂ）微粒子材料を前記基板の少なくとも１つの表面内に埋め込む工程と、
　ｃ）前記埋め込まれた微粒子材料を有する前記基板表面に平坦化材料を適用し、これに
より平坦化層を形成する工程と、
　ｄ）前記微粒子材料を有する前記表面上で薄膜電子デバイスを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項６】
　前記電子デバイスは１つまたは複数の薄膜トランジスタを含む、請求項３記載の方法。
【請求項７】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）ベース基板として少なくとも１つのプラスチック材料を含む基板を用意する工程と
、
　ｂ）前記ベース基板の少なくとも１つの表面上に複合材料をコートし、これにより少な
くとも１つのコート表面を形成する工程であって、前記複合材料が、少なくとも１つのプ
ラスチックバインダ材料と少なくとも１つの微粒子材料を含む、工程と、
　ｃ）前記少なくとも１つのコート表面上で薄膜電子デバイスを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項８】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）少なくとも１つのプラスチック材料と少なくとも１つの微粒子材料を含む基板を用
意する工程と、
　ｂ）前記基板の少なくとも１つの表面を調整し、その表面での微粒子材料のプラスチッ
ク材料に対する比率を増加させる工程と、
　ｃ）前記少なくとも１つの調整表面上で薄膜電子デバイスを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの表面を調整する工程は、前記表面での前記プラスチック材料の化学的
除去を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの表面を調整する工程は、プラズマエッチングによる前記表面でのプラ
スチック材料の除去を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１１】
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　少なくとも１つの表面を調整する工程は、加熱による前記表面でのプラスチック材料の
除去を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも１つの表面を調整する工程は、超臨界ＣＯ２への暴露による前記表面でのプ
ラスチック材料の除去を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも１つの表面を調整する工程は、レーザアブレーションによる前記表面でのプ
ラスチック材料の除去を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つの表面を調整する工程は、真空での熱分解による前記表面でのプラスチ
ック材料の除去を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１５】
　少なくとも１つの表面を調整する工程は、コロナ放電処理による前記表面でのプラスチ
ック材料の除去を含む、請求項８記載の方法。
【請求項１６】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）と、少なくとも１つの微粒子材料を含む
基板を用意する工程と、
　ｂ）前記基板の少なくとも１つの表面上で薄膜電子デバイスを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項１７】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）と、少なくとも１つの他のプラスチック
材料と、少なくとも１つの微粒子材料を含む基板を用意する工程と、
　ｂ）前記基板の少なくとも１つの表面上で薄膜電子デバイスを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項１８】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）と、少なくとも１つの微粒子材料を含む
基板を用意する工程と、
　ｂ）前記基板をキャリアに積層させる工程と、
　ｃ）前記基板上で電子デバイスを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項１９】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）と、少なくとも１つの微粒子材料と、少
なくとも１つの他のプラスチック材料を含む基板を用意する工程と、
　ｂ）前記基板をキャリアに積層させる工程と、
　ｃ）前記基板上で電子デバイスを形成する工程と、
　ｄ）前記電子デバイスを含む前記基板を前記キャリアから層剥離させる工程と、
　を含む、方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのプラスチック材料はポリイミドである、請求項１７記載の方法。
【請求項２１】
　前記プラスチック材料は、ポリエチレンテレフタレート（ＨＳ－ＰＥＴ）、ポリエチレ
ンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアリーレート（ＰＡＲ）、
ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリイミド（ＰＩ）
、テフロンポリ（ペルフルオロ－アルボキシ）フルオロポリマー（ＰＦＡ）、ポリ（エー
テルエーテルケトン）（ＰＥＥＫ）、ポリ（エーテルケトン）（ＰＥＫ）、ポリ（エチレ
ンテトラフルオロエチレン）フルオロポリマー（ＰＥＴＦＥ）、およびポリ（メチルメタ
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クリレート）、アクリレート／メタクリレートコポリマー（ＰＭＭＡ）、環状ポリオレフ
ィン類、エチレン－クロロトリフルオロエチレン（Ｅ－ＣＴＦＥ）、ポリテトラフルオロ
－エチレン（ＰＴＦＥ）、および高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）からなる群から選択さ
れる、請求項１記載の方法。
【請求項２２】
　前記微粒子材料は、ガラス、セラミック類、金属類、プラスチック類、およびガラス繊
維からなる群より選択される、請求項１記載の方法。
【請求項２３】
　薄膜電子デバイスを形成する工程は、前記表面上に薄膜半導体材料をスピンコートする
工程を含む、請求項５記載の方法。
【請求項２４】
　前記微粒子材料を埋め込む工程は、
　ａ）前記プラスチック材料を、そのガラス転移温度Ｔｇ付近の温度まで加熱する工程と
、
　ｂ）前記微粒子材料を前記プラスチック材料に適用する工程と、
　を含む、請求項１記載の方法。
【請求項２５】
　誘電材料を前記基板の前記少なくとも１つの表面上に堆積させる工程をさらに含む、請
求項１記載の方法。
【請求項２６】
　前記誘電材料はスピンオンガラスを含む、請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　前記微粒子材料は、１つまたは２つの方向に関し実質的に整合されている粒子を含む、
請求項１記載の方法。
【請求項２８】
　前記微粒子材料は磁気を帯びている、請求項１記載の方法。
【請求項２９】
　前記微粒子材料は強磁性材料を含む、請求項１記載の方法。
【請求項３０】
　前記微粒子材料は導電性である、請求項１記載の方法。
【請求項３１】
　前記プラスチック材料は１を超えるプラスチックの組み合わせを含む、請求項１記載の
方法。
【請求項３２】
　前記基板をキャリアから除去する工程をさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項３３】
　前記微粒子材料は繊維、ロッド、または板状晶からなる群より選択される、請求項１記
載の方法。
【請求項３４】
　前記基板を別のデバイス上に積層させる工程をさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項３５】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）プラスチック材料と、少なくとも１つの微粒子材料を含む基板を用意する工程と、
　ｂ）前記基板をキャリア層上に載置する工程と、
　ｃ）薄膜半導体材料を堆積するために前記基板の前記表面を調整する工程と、
　ｄ）前記基板上に薄膜半導体材料の層を堆積させる工程と、
　ｅ）前記半導体材料の一部を選択的に除去することによりパターンを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項３６】
　ｅ）熱を用いて、前記基板を前記キャリア層から除去する工程
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　をさらに含む、請求項３５記載の方法。
【請求項３７】
　前記プラスチック材料は実質的に透明である、請求項１記載の方法。
【請求項３８】
　前記プラスチック材料の屈折率は、前記微粒子材料の屈折率と実質的に等しい、請求項
３７記載の方法。
【請求項３９】
　前記プラスチック材料の屈折率は、前記微粒子材料の屈折率と０．１を超えて異なる、
請求項３７記載の方法。
【請求項４０】
　前記プラスチック材料は実質的に不透明である、請求項１記載の方法。
【請求項４１】
　前記プラスチック材料は光吸収着色剤を含む、請求項１記載の方法。
【請求項４２】
　前記微粒子材料は光吸収着色剤を含む、請求項１記載の方法。
【請求項４３】
　前記平坦化材料は光吸収着色剤を含む、請求項５記載の方法。
【請求項４４】
　電子デバイスの製造方法であって、
　ａ）少なくとも１つのプラスチック材料を含む基板を用意する工程と、
　ｂ）前記基板の少なくとも１つの表面上でパターンを形成する工程と、
　ｃ）微粒子材料を前記基板の前記少なくとも１つの表面内に埋め込む工程と、
　ｄ）前記埋め込まれた微粒子材料を有する前記基板の前記表面に平坦化材料を適用し、
これにより平坦化層を形成する工程と、
　ｅ）前記微粒子材料を有する前記表面上で薄膜電子デバイスを形成する工程と、
　を含む、方法。
【請求項４５】
　パターンを形成する工程は、エンボス加工を含む、請求項４４記載の方法。
【請求項４６】
　前記パターンは１つまたは複数のレンズ要素を含む、請求項４４記載の方法。
【請求項４７】
　前記１つまたは複数のレンズ要素は、前記表面上に形成された前記薄膜電子デバイスと
空間的に整合される、請求項４４記載の方法。
【請求項４８】
　前記基板を用意する工程は、前記基板をロールから解く工程を含む、請求項１記載の方
法。
【請求項４９】
　その上に形成された電子デバイスを有する前記基板をロール上に巻き戻す工程をさらに
含む、請求項４８記載の方法。
【請求項５０】
　前記表面上に形成された電子デバイスを液晶画素と結合させる工程をさらに含む、請求
項１記載の方法。
【請求項５１】
　前記表面上に形成された電子デバイスを発光ダイオード画素と結合させる工程をさらに
含む、請求項１記載の方法。
【請求項５２】
　前記表面上に形成された電子デバイスを有機発光ダイオード画素と結合させる工程をさ
らに含む、請求項１記載の方法。
【請求項５３】
　前記表面上に形成された電子デバイスを刺激可能な蛍光体画素と結合させる工程をさら
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に含む、請求項１記載の方法。
【請求項５４】
　前記表面上に形成された電子デバイスをセンサ画素と結合させる工程をさらに含む、請
求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には電子デバイスに関し、より特定的にはフレキシブル基板上に作製
された電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）デバイスは電気光学アレイおよびディスプレイパネルのた
めのスイッチング回路またはドライバ回路において広く使用されている。ＴＦＴデバイス
は従来、剛性基板上、典型的にはガラスまたはシリコンの上に、周知の順の堆積（デポジ
ション）工程、パターニング工程およびエッチング工程を用いて作製される。例えば、ア
モルファスシリコンＴＦＴデバイスは、金属（例えば、アルミニウム、クロムまたはモリ
ブデン）の、アモルファスシリコン半導体の、絶縁体（例えば、ＳｉＯ２またはＳｉ３Ｎ

４）の、基板上への堆積、パターニング、およびエッチングを必要とする。半導体薄膜は
、数ｎｍ～数百ｎｍの典型的な厚さを有する層形態で形成され、数μｍのオーダーの厚さ
の中間層を有し、剛性基板の上に存在する絶縁表面上に形成されてもよい。
【０００３】
　剛性基板に対する要件は、主に製造プロセス自体の要求に基づく。ＴＦＴデバイスはか
なり高い温度で作製されるので、熱的特性は特に重要である。このように、使用に成功し
た基板材料の範囲は幾分制限され、一般的には、ガラス、石英、または他の剛性のシリコ
ン系材料に限定される。
【０００４】
　ＴＦＴデバイスは、いくつかの型の金属箔およびプラスチック基板上に形成することが
でき、作製においてある程度の可撓性が得られる。しかしながら、基板とＴＦＴ材料との
間の化学的不適合性、基板とデバイス層との間の熱膨張不一致、平面性および表面形態、
ならびに容量結合または可能性のある短絡などの問題により、多くの用途では、金属箔基
板は望ましくない。
【０００５】
　明らかに、改善された特性を有するより多くの型のプラスチックおよびプラスチック材
料を含むように、ＴＦＴなどの電子デバイスのために適した基板材料の範囲を改善し、拡
大することは好都合である。これにより、フレキシブル基板上での作製が可能になり、デ
ィスプレイおよび他の電子光学部品の全体の重量を減少させるのを助けることができる。
より薄いデバイスの作製が実現可能となる。さらに、結晶シリコンおよび従来基板として
使用されている多くの型のガラスは大きなシートでは形成および管理がますます困難にな
るので、この可能性により、より大きなディスプレイおよびデバイスの作製が可能になる
。
【０００６】
　プラスチックおよび他のフレキシブル基板には明らかな利点が存在するが、そのような
基板の使用を妨げる重大な欠点が存在し、例えば下記が挙げられる：
　　ＴＦＴ作製に必要とされる高温への不適合性
　　高温での寸法安定性不足
　　プラスチックおよび薄膜半導体材料の熱膨張係数（ＣＴＥ）の不一致
　　プラスチックの高い吸湿性
　　多くの型のプラスチックの透明性不足
　　プラスチック基板材料のキャリアからの着脱要求
【０００７】
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　これらの欠点のうち最も重要なのは、温度関連要求である。ＴＦＴのための製造プロセ
スは２００～３００℃またはそれ以上の範囲の温度を必要とする可能性があり、多くの型
のプラスチック基板を使用することができないレベルの温度が含まれる。このように、米
国特許第７，０４５，４４２号（マルヤマら）で記載されているように、ＴＦＴはプラス
チック基板上に直接形成させることができないことは広く受け入れられている。プラスチ
ック基板上に載置されたＴＦＴデバイスの利点を提供するために、マルヤマらの‘４４２
号には、キャリア基板に最初に付着されている剥離層上にＴＦＴを形成する方法について
記載されている。ＴＦＴ回路が作製されるとすぐに、剥離層をその後、そのキャリア基板
から分離し、より軽量で、よりフレキシブルなプラスチック材料上に積層させることがで
きる。
【０００８】
　１つの別の解決策として、米国特許第６，４９２，０２６号（グラフら）は、かなり高
いガラス転移温度Ｔｇ、典型的には１２０℃を超える温度を有するフレキシブルプラスチ
ック基板の使用を開示する。しかしながら、これらの基板が、この範囲よりずっと高い従
来のＴＦＴ作製温度に耐えることができるかは疑わしい。さらに、これらのプラスチック
を使用するためには、基板および形成されたデバイスをスクラッチ損傷および透湿から保
護するのに、多層バリヤ層の使用など、かなりの努力が費やされる。
【０００９】
　さらに別の解決策が米国特許第６，６８０，４８５号（ケアリーら）に記載されている
。ケアリーらの‘４８５号の開示において記載されている方法では、パルスレーザ源から
のエネルギーを使用して、アモルファスおよび多結晶チャネルシリコンＴＦＴが低温プラ
スチック基板上に形成される。この方法の対象となる従来の低温プラスチック基板として
は、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）
、および高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）が挙げられる。
【００１０】
　同様に、米国特許第６，７６２，１２４号（キアンら）は、エキシマレーザを使用して
、マスクを介して材料を除去し、基板上にＴＦＴ形成のためのパターニングされた導体ま
たは半導体材料を形成するプロセスを開示する。キアンらの‘１２４号の開示では、使用
される基板は、１つまたは複数の障壁層および保護層が補足されたフレキシブルまたは剛
性プラスチック材料を有する可能性のある複合「ガラス代替」材料である。
【００１１】
　これらのおよび同様の解決策は、フレキシブル基板上でＴＦＴ構成部品を形成するため
に提案されているが、欠点が存在したままである。ＴＦＴデバイスが装着された剥離層の
積層では、マルヤマらの‘４４２号で記載されているように、追加の作製工程および材料
が必要であり、固有の整合問題が生じる。高性能プラスチック、例えば、グラフらの‘０
２６号に開示のものの使用では依然として熱膨張（ＣＴＥ）問題が存在し、プラスチック
を保護するために追加の層およびプロセスが必要となる。ケアリーらの‘４８５号および
キアンらの‘１２４号の開示で提案されたエキシマー層解決策は、従来のＴＦＴ作製技術
を超える全幅の性能を提供せず、このため有用性が制限される。これらの開示のどれも、
ＴＦＴがフレキシブル基板の上面に形成されなければならない剥離層またはいくつかの中
間層のいずれかの上に形成されなければならないので、真にガラスまたは他のシリコン系
基板にとって代わるように機能するフレキシブル基板を提供していない。
【００１２】
　寸法安定性ならびに耐熱性および耐化学性を含む特性を有する、基板として使用するた
めの興味深い１つの特別なフレキシブル材料は、ポリアイミド類のクラスである。しかし
ながら、その利点を有してさえ、ポリイミド材料はＴＦＴの直接堆積を著しく妨害する。
例えば、再流動挙動（リフロー挙動）はポリイミド類の特徴ではないので、追加の剥離層
および転写層を使用しなければならない。ポリイミドのＣＴＥは薄膜半導体材料のものと
は異なり、高温作製後に破壊および電気断絶に至る。ポリイミド材料特性を改善するため
の１つの試みでは、米国特許出願公開第２００５／０１６３９６８号（ハンケット）は、
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改善されたＣＴＥおよび他の耐久性増強剤を有するマイクロ充填（ｍｉｃｒｏ－ｆｉｌｌ
ｅｄ）ポリイミド膜を記載する。しかしながら、マイクロフィラー添加物を使用してＣＴ
Ｅをより厳密に適合させることができる場合でも、積層に関連する他の問題が残っている
。対象となる他のプラスチック、例えばテフロン（登録商標）は、フレキシブル基板とし
て使用するのにより有益ないくつかの特性を有している可能性があるが、従来の作製アプ
ローチと共に使用することを排除する別の組の障害が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第７，０４５，４４２号明細書
【特許文献２】米国特許第６，４９２，０２６号明細書
【特許文献３】米国特許第６，６８０，４８５号明細書
【特許文献４】米国特許第６，７６２，１２４号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００５／０１６３９６８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　そのため、基板自体の調製または調整のための追加の工程および手順が最小に抑えられ
た、ＴＦＴを直接フレキシブル基板上に形成するための作製法に対する、満たされていな
い要求が存在することを認識することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の対象となるのは、電子デバイスを製造する方法を提供することであって、
　ａ）少なくとも１つのプラスチック材料を含む基板を準備する工程と、
　ｂ）基板の少なくとも１つの表面内に微粒子材料を埋め込む工程と、
　ｃ）微粒子材料を有する表面上で薄膜電子デバイスを形成する工程と、
　を含む。
【００１６】
　フレキシブル基板上に作製された電子デバイスを提供することが本発明の特徴である。
フレキシブル基板はポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）またはテフロン（登録商標
）を含むことができ、これにより再流動化が可能になり、そのため、中間積層材料に対す
る必要性が最小に抑えられ、または排除される。本発明により、電子デバイスをより薄い
基板上に作製することも可能になる。
【００１７】
　キャリアへの自己積層を含む、改善された積層を提供することができるプラスチック基
板を提供することが、本発明の別の利点である。
【００１８】
　本発明のこれらのおよび他の目的、特徴および利点は、下記詳細な説明を読み、図面と
併せて解釈すると、当業者には明らかになると思われる。ここで、図面には本発明の例示
的な実施形態が示され、説明されている。
【００１９】
　明細書は、本発明の対象を特別に指摘し、明確に主張する特許請求の範囲で締めくくら
れているが、本発明は、下記説明から、図面と併せて解釈するとよりよく理解されると考
えられる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の方法を用いて形成された電子回路を示す断面図である。
【図２】本発明の複合基板の拡大部分を示す断面図である。
【図３】表面調整後の複合基板の拡大部分を示す断面図である。
【図４】１つの実施形態における基準層の上面に複合層を有する基板の拡大部分を示す断
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面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　この説明は、特に、本発明による装置の一部を形成する、またはその装置とより直接的
に協働する要素を対象とする。特定的に示され、または記載されていない要素は、当業者
に周知の様々な形態をとることができることを理解すべきである。
【００２２】
　この明細書で示した図面は、基板上への堆積に対する層の全体的な空間的関係および配
列を代表するものであり、原寸に比例して描かれていない可能性がある。
【００２３】
　図１について説明すると、本発明により形成された電子デバイス１０が示されている。
薄膜構成要素１２、例えば導体、薄膜トランジスタ、ダイオード、または他の構成要素が
、後で説明するように、１つまたは複数の微粒子結合材料および１つまたは複数のプラス
チックバインダから構成される、複合材料であるプラスチックなどのフレキシブル基板２
０上に形成される。複合基板２０は、作製処理中ガラスシートなどのキャリア１８に付着
される。その後の手順により、回路１０の作製後、基板２０をキャリア１８から分離して
もよい。電気絶縁および平坦化または平滑さを生じさせるために、ならびに薄膜デバイス
を形成するために適した表面を与えるために、１つまたは複数の層１４を形成させてもよ
い。１つの実施形態では、層１４は、表面を密閉および絶縁し、薄膜堆積を可能にするた
めに使用される窒化ケイ素である。別の実施形態では、ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）ま
たはスピンオンガラス（ｓｐｕｎ－ｏｎ　ｇｌａｓｓ）（ＳＯＧ）の補足層を平坦化のた
めに使用する。このように使用する場合、層１４は従来、ある型の平坦化層と呼ばれる。
【００２４】
　本発明はまた、プラスチックバインダの、基板の少なくとも１つの表面に適用される微
粒子材料およびキャリア材料との共最適化、ならびにデバイス層をフレキシブル基板に接
着させ、基板内の応力を最小に抑えるためのプロセスに関する。
【００２５】
　用語が本記載で使用されるように、「プラスチック」は高いポリマー含量を有し、通常
、他の成分、例えば硬化剤、フィラー、強化剤、着色剤および可塑剤と組み合わせてもよ
いポリマー合成樹脂から製造される材料を示す。「樹脂」は合成または天然ポリマーであ
る。プラスチックはその完成した状態では固体であり、完成物品にするための製造または
処理中のいくつかの段階では、フローにより成形することができる。プラスチックは典型
的には、溶媒が適した速度で蒸発する硬化プロセスを用いて形成させる。プラスチックは
熱可塑性材料および熱硬化性材料を含む。
【００２６】
　「フレキシブル」という用語は一般に、約１ｍｍより薄く、プラスチックの弾性係数Ｅ
、典型的には約１００，０００～５００，０００ｐｓｉを示すシート材料を示す。
【００２７】
　図１に示した電子デバイス１０の作製をサポートするために、基板２０は適したプラス
チックバインダを含み、その表面近くまたはその表面上で含浸させた微粒子材料により調
整される独特の調合物を有する。図２について説明すると、１つの実施形態に対する複合
基板２０の構造配列が拡大視で示されている。微粒子材料１６が基板２０の基本プラスチ
ック組成物に添加され、プラスチック組成物は微粒子に対しバインダとして機能する。微
粒子材料１６は、層１４への結合を可能にし、そのため層１４が絶縁、不動態化、または
平滑化を生じさせることができるように、かつプラスチック材料自体のＣＴＥを改善する
ように適当に選択された、いくつかの型の固体微粒子である。表面近くに微粒子材料１６
を添加すると、以前は薄膜堆積に適合しなかったＰＥＦＥなどの基板上にＴＦＴおよび他
の薄膜デバイスを今や作製することができる。このように、基板２０の表面のこの調整に
より、フレキシブル基板上での電子デバイスおよびそれらの関連する連絡配線ならびに他
の構成要素の作製が可能になる。複合基板２０は、このようにして作製されると、高温に
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耐えることができ、ＴＦＴ形成に必要とされる様々な型のエッチャントおよびプロセスに
対し回復性が高い。
【００２８】
＜プラスチック材料＞
　後で説明するように、適当な微粒子材料１６をプラスチックに添加することにより、フ
レキシブル基板のために使用されるプラスチック材料のリストを拡大することができる。
例示的なバインダプラスチック材料としては、熱安定ポリエチレンテレフタレート（ＨＳ
－ＰＥＴ）が挙げられるが、これに限定されない。多くの他のプラスチック基板、例えば
、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアリーレート
（ＰＡＲ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリイ
ミド（ＰＩ）、テフロン（登録商標）ポリ（ペルフルオロ－アルボキシ）フルオロポリマ
ー（ＰＦＡ）、ポリ（エーテルエーテルケトン）（ＰＥＥＫ）、ポリ（エーテルケトン）
（ＰＥＫ）、ポリ（エチレンテトラフルオロエチレン）フルオロポリマー（ＰＥＴＦＥ）
、およびポリ（メチルメタクリレート）ならびに様々なアクリレート／メタクリレートコ
ポリマー（ＰＭＭＡ）をバインダとして使用することができる。バインダとして使用する
ために適したプラスチックとしては、様々な環状ポリオレフィン類、ＪＳＲ社により作製
されたアートン、ゼオンケミカルズ・エル・ピーにより製造されたゼオノアおよびセラニ
ーズ・エー・ジーにより作製されたトパスが挙げられる。他の低温プラスチック基板もま
た使用することができ、アウジモント・ユー・エス・エー社からハーラーとして販売され
ているエチレン－クロロトリフルオロエチレン（Ｅ－ＣＴＦＥ）、デュポン社により商標
名テフゼルで販売されているエチレン－テトラフルオロエチレン（Ｅ－ＴＦＥ）、ポリ－
テトラフルオロ－エチレン（ＰＴＦＥ）、ガラス繊維強化プラスチック（ＦＥＰ）および
高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）が挙げられる。いくつかの用途では、透明プラスチック
は非常に利点があるであろう。
【００２９】
　微粒子材料１６を添加すると、あるこれらのプラスチック基板は、少なくとも２００℃
までのより高い処理温度に耐えることができ、中には、損傷無しで、３００℃またはそれ
より高い温度に耐えることができるものもある。
【００３０】
　特に興味深いプラスチックバインダ材料としては、前に述べたようなポリイミド、およ
びデュポン社により市販されている、テフロン（登録商標）として商業的に知られている
、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）またはポリ（ペルフルオロ－アルボキシ）フ
ルオロポリマー（ＰＦＡ）が挙げられる。前に述べたように、従来形成されているような
ポリイミドもＰＴＦＥも、ＴＦＴ堆積のための基板として本質的によく適していないが、
多くの異なる表面処理が限定された成功を示している。しかしながら、これらの材料を本
発明に従い処理すると、ＴＦＴ回路を支持するのに非常に有利な特性を有するフレキシブ
ル基板を提供することができる。
【００３１】
　さらに別の実施形態では、１つまたは複数のこれらのプラスチック材料を含む組成物が
好ましい解決策となる可能性がある。例えば、ポリイミドをポリテトラフルオロエチレン
（ＰＴＦＥ）またはポリ（ペルフルオロ－アルボキシ）フルオロポリマー（ＰＦＡ）と組
み合わせることが、両方のプラスチックのより有利な特性を得るために、好都合である可
能性がある。
【００３２】
＜微粒子材料の特性＞
　適した微粒子材料１６としては、スピンオンガラスを含むガラス、炭素、繊維、金属繊
維、およびプラスチックが挙げられる。微粒子材料１６はまた、織物材料または繊維、例
えば織物ガラス繊維などとすることができる。微粒子材料１６は様々な構造特性および形
状を有する可能性がある。微粒子材料１６は、大体球形の粒子、基板の厚さより小さな、
またはそれを超える寸法の板状晶であってもよい。微粒子材料１６は細長い形状とするこ
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とができ、例えば、ワイヤ、ロッド、または繊維が含まれる。セラミックフィラーまたは
他の誘電材料を微粒子材料１６として使用することができる。
【００３３】
　プラスチックバインダ材料内の微粒子材料１６の角度的配向もまた変動させることがで
きる。例えば、細長い微粒子材料１６は単一方向でまたは交互の向きの層内で次元的に配
列させることができ、または１つの面内で２つまたはそれ以上の軸に沿って配列させるこ
とができる。微粒子材料１６は基板２０の表面に対し特定の方向またはパターンで配向さ
せることができ、これは、異方性の光、電子、熱、磁気、化学または物理特性に影響する
可能性がある。単なる一例として、バインダ内の微粒子材料１６の繊維は、垂直に配向さ
せることができ、垂直方向に光または熱を導くことができる。また、横方向に配向させた
光ファイバを使用して、別の方向に複合基板２０を通して光を導くことができる。
【００３４】
　多くの特性、例えば下記を改善するために、無機材料を微粒子材料１６として導入する
ことができる：
・選択された光学特性、例えば色または光散乱；
・選択された電子特性、例えば伝導率または静電遮蔽のための炭素充填；
・選択された熱特性、例えば熱伝導性を改善するための金属粒子充填；
・選択された磁気特性、磁性付与またはデータ保存のために使用される強磁性材料を含む
磁性材料を用いて；
・化学特性、例えばプロセス化学に対する耐性など、または物理特性、例えばＣＴＥ、引
張強さ、圧縮強度、モジュラス、またはフレキシビリティ；または
・放射特性、例えば放射線遮蔽またはエネルギー選択的Ｘ線透過または吸収。
【００３５】
　本発明による、微粒子材料１６のプラスチックバインダ材料との組み合わせの１つの重
要な結果は、改善された熱膨張係数（ＣＴＥ）に関する。複合基板のＣＴＥは、プラスチ
ックバインダのＣＴＥに近似するよりも、ＴＦＴデバイスのためのデバイス層のＣＴＥに
より密接に近似することが見出されている。このように、複合基板のＣＴＥは、デバイス
作製のために従来使用されているガラスまたはシリコンキャリア１８のＣＴＥにより密接
に近似する。結果として、デバイス作製中、デバイス層に導入される応力はより低くなり
、デバイス性能、寸法安定性、および信頼性が改善される。これによって、ＴＦＴ装置が
基板から分離される層間剥離の可能性も最小に抑えられる。
【００３６】
　微粒子材料１６としてガラスまたはセラミックなどの無機微粒子材料を添加するとまた
、下記を含む多くの追加の利点が得られる：
・微粒子表面がプラスチックバインダだけの場合よりも良好な接着を生じるので、ＴＦＴ
層の接着が改善される。
・デバイス作製のための改善された温度制限：微粒子材料の使用により、寸法安定性の喪
失前の温度制限が増加し、これにより、より高い温度でデバイス作製が可能になる。
・材料のいくつかの組み合わせでは、微粒子材料は基板の誘電定数を減少させる可能性が
あり、これにより都合よく、容量が減少する。
【００３７】
　透明微粒子材料１６は多くの用途で好都合である。光挙動が重要な場合、微粒子材料１
６はプラスチックバインダ材料の屈折率ｎ２に対する屈折率ｎ１に基づき選択されてもよ
い。それらの個々の屈折率ｎ１およびｎ２が一致する、または非常に近くで一致する場合
、光学散乱は最小に抑えることができる。屈折率ｎ１およびｎ２がより近く一致するほど
、散乱が少なくなる。また、光学散乱が望ましい場合があり、そのような場合、屈折率ｎ

１およびｎ２の間の差が、例えば約０．１を超える値だけ、増加し、それに応じて散乱が
増加する。不透明または反射材料を使用することができる。光吸収着色剤をプラスチック
材料に、ならびに微粒子材料１６に添加し、迷光を吸収し、色を加え、または入射もしく
は出射光に対するフィルタを提供することができる。同様に、平坦化層１４は着色剤を有
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することができる。
【実施例】
【００３８】
［実施例１］
　１つの実施形態では、複合基板２０のために使用される材料はＰＴＦＥ織物ガラス繊維
積層板、例えば、カリフォルニア州ランチョ・クカモンガから入手可能なジクラッド（Ｄ
ｉＣｌａｄ）５２２、５２７シリーズ由来の材料である。温度応力下で寸法的に安定な、
ＰＴＦＥ織物ガラス繊維積層板が、例えばプリント回路基板（ＰＣＢ）のために使用され
てきたが、この目的のために使用される場合、銅層、典型的には電着銅層が用意される。
本発明のフレキシブル基板２０では、銅めっきは使用されない。フレキシブル基板２０と
して使用するためには、ＰＴＦＥ織物ガラス繊維積層板に対する理想的な厚さは約２５μ
ｍ～約３０００μｍの範囲である。
【００３９】
　この基板を前提として、ＴＦＴ作製処理は下記の通りである：
　１．キャリア１８上への載置。フレキシブル基板は最初にガラスキャリア１８上に積層
させる。これは、基板２０をキャリア１８上に配置し、熱または圧力を印加しＰＴＦＥ材
料の流れ温度（Ｔｇ）、約３００℃を達成することによりこの組み合わせを処理すること
により実施される。ＰＴＦＥ材料は軟化し、再流動し、キャリア１８表面に接着する。
【００４０】
　２．表面処理。この次の工程は基板２０の表面を調整または処理し、層１４の接着を可
能にする、適した下地を与える。１つの実施形態では、層１４は平坦化層である。層１４
はまた、別の予備材料としてもよく、または薄膜電子デバイス自体を形成する際に使用さ
れる材料を含んでもよい。この処理は、微粒子材料１６を基板表面に埋め込むことにより
実施される。図２に示されるように、微粒子材料１６を基板２０表面に最も近くで添加す
ることが好都合である。微粒子材料１６は、例えば、圧延、またはダスティング（ｄｕｓ
ｔｉｎｇ）を含む多くの方法により表面に適用することができる。微粒子材料１６はまた
、インクジェット堆積、印刷、中間材料からの転写、例えば、溶媒中でのドクターブレー
ドスカイビング技術を用いた塗布、散布、または他の方法により適用することができる。
プラスチック材料は加熱することができ、微粒子材料１６の埋め込みが促進される。また
、微粒子材料１６を硬化プロセス中にバインダプラスチック材料に添加することができる
。表面処理のためのさらに別の方法を後で記載する。
【００４１】
　３．平坦化。ＴＦＴ堆積のための所望の表面粗さは、いくかの適用では０．２～０．３
μｍ未満のピーク・ツウ・ピーク（ｐｅａｋ－ｔｏ－ｐｅａｋ）のオーダーとすることが
できる。これを達成するために、スピンオンガラス（ＳＯＧ）が堆積される。この基板を
適用するために、コロイドシリカ粒子を含む溶媒のゾルを基板２０表面に適用する。ゾル
材料を硬化させるために３００～４００℃の温度を適用し、溶媒を除去し、ゲル残留物を
残し、これはそれ自体加熱すると、約３～５の間の誘電定数εを有するＳｉＯ２膜に変換
され、ＴＦＴ堆積前に必要とされる絶縁および平坦化を生じる。別の平坦化材料は後で説
明する。
【００４２】
　ＣＴＥ一致および応答の改善の他に、本発明の方法はＴＦＴ構成要素を改善された様式
で基板２０の表面に結合させる。表面近くに存在する、または複合基板２０の表面からわ
ずかに外に向かって実に延在する微粒子材料１６は、絶縁窒化ケイ素または酸化ケイ素層
である可能性のある、層１４のための結合表面領域を生じる。微粒子材料１６が存在しな
いと、これらのシリコン化合物は表面に接着することができず、機能するＴＦＴデバイス
または他の型の電子デバイスがその上に作製される可能性が著しく妨げられる。
【００４３】
　４．電気絶縁層の形成。必要に応じて用いてもよい、基板の表面を調整するための最終
表面準備工程として、電気絶縁層を、平坦化層の上面に堆積させる。適した絶縁層材料は
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、ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、またはこれらの材料のいくつかの組み合わせとするこ
とができる。これは典型的には、約０．５～１．５μｍの範囲である。
【００４４】
　５．ＴＦＴ要素の形成。フレキシブル基板２０表面の準備後、ＴＦＴ要素の構築（ｌａ
ｙ－ｄｏｗｎ）を始めることができる。これには典型的には、薄膜半導体材料層の基板上
への堆積、その後、半導体材料の一部の選択的除去によるパターンの形成が必要とされる
。この手順は、ゲート、ソース、およびドレイン構成要素ならびに他の支持層の構築のた
めの構成要素作製技術分野において周知のプロセスを使用する。
【００４５】
　６．キャリア１８からの層剥離。これには、基板プラスチック材料の流れ温度付近の温
度での熱の適用が必要である可能性がある。これにより基板２０がキャリア１８から分離
される。分離されると直ちに、基板２０を他の何らかの表面に積層させることができ、ま
たは冷却させることができる。
【００４６】
　実施例１の方法は、特定の基板および構成要素型のために改良することができる。例え
ば、他のスピンコート誘電処理を代わりに使用することができる。
【００４７】
［実施例２］
　この次の実施例は、複合基板２０を構築するために必要とされ得る追加の工程を検討す
る。基本的な工程は下記の通りである：
　１．プラスチックをその溶融温度Ｔｇまで加熱する。
【００４８】
　２．溶融したプラスチックに微粒子材料１６をフィラーとして添加する。改善された接
着のために、微粒子材料１６は、基板２０の表面上または表面近くに堆積されると最もよ
く機能する。しかしながら、改善されたＣＴＥのためには、プラスチック材料全体に混合
された粒子のより一般的な分布が好ましい。ほとんどの場合、基板２０表面近くで、より
濃度の濃い微粒子材料１６、または微粒子材料１６の露出した部分を有することが好まし
い。このように、この工程では微粒子材料１６と溶融プラスチックバインダとのいくらか
の混合が必要である。
【００４９】
　３．キャリア１８上への載置。フレキシブル基板は最初にガラスキャリア１８上に積層
される。これは、基板２０をキャリア１８上に配置し、熱および圧力を印加してＰＴＦＥ
材料の流れ温度（Ｔｇ）、約３００℃を達成することによりこの組み合わせを処理するこ
とにより実施される。ＰＴＦＥ材料は軟化し、再流動化し、キャリア１８の表面に接着す
る。
【００５０】
　４．平坦化。ＴＦＴ堆積のための望ましい表面粗さは、いくつかの用途で０．２～０．
３μｍ未満のオーダーのピーク・ツウ・ピークとすることができる。これを達成するため
に、スピンオンガラス（ＳＯＧ）を堆積させる。この基板を適用するために、コロイドシ
リカ粒子を含む溶媒のゾルを基板２０表面に塗布する。３００～４００℃の温度を適用し
ゾル材料を硬化させ、溶媒を除去し、ゲル残留物を残し、これはそれ自体加熱すると、約
３～５の間の誘電定数εを有するＳｉＯ２膜に変換され、ＴＦＴ堆積前に必要とされる絶
縁および平坦化を生じる。別の平坦化材料は後で記載する。
【００５１】
　５．電気絶縁層の形成。必要に応じて用いてもよい、基板の表面を調整するための最終
表面前準備工程として、電気絶縁層を平坦化層の上面に堆積させる。適した絶縁層材料は
ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、またはこれらの材料のいくつかの組み合わせとすること
ができる。これは典型的には約０．５～１．５μｍの範囲である。
【００５２】
　６．ＴＦＴ要素の形成。フレキシブル基板２０表面の準備後、ＴＦＴ要素の構築を始め
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ることができる。この手順はゲート、ソースおよびドレイン厚生要素および他の支持層の
構築のための構成要素作製分野において周知である方法を使用する。ＴＦＴ作製の一部と
して、半導体材料を堆積させ、その後、半導体材料の一部を選択的に除去することにより
パターンを形成させる。
【００５３】
　７．キャリア１８からの層剥離。これには、基板プラスチック材料の流れ温度付近の温
度での熱の適用が必要である可能性がある。これにより基板２０がキャリア１８から分離
される。分離されると直ちに、基板２０を他の何らかの表面に積層させることができ、ま
たは冷却させることができる。別の層剥離法もまた使用することができる。
【００５４】
［実子例３］
　別の実施形態では、基板２０はポリイミドまたはポリイミド組成物およびバインダから
、下記工程を使用して形成される：
　１．未硬化プラスチックバインダ材料を適したキャリア上にコートする。ここで、部分
的に硬化させたポリイミドをキャリア上にコートする。ディップスカイビング、スピンオ
ン塗布、または押出を含む任意の適した塗布法を使用することができる。
【００５５】
　２．硬化プロセスが大体完了するまで、未硬化プラスチック材料を硬化する。
【００５６】
　３．硬化サイクルの約８０％が完了すると、微粒子材料１６を基板２０表面に添加する
。ここで、微粒子材料１６は表面上に散布され、均一なコーティングが与えられる。
【００５７】
　４．硬化プロセスを完了し、残った溶媒を焼いて除去する。
【００５８】
　５．平坦化。ＴＦＴ堆積のための所望の表面粗さは、いくつかの用途で０．２～０．３
μｍ未満のオーダーのピーク・ツウ・ピークとすることができる。これを達成するために
、スピンオンガラス（ＳＯＧ）を堆積させる。この基板を適用するために、コロイドシリ
カ粒子を含む溶媒のゾルを基板２０表面に塗布する。３００～４００℃の温度を適用しゾ
ル材料を硬化させ、溶媒を除去し、ゲル残留物を残し、これはそれ自体加熱すると、約３
～５の間の誘電定数εを有するＳｉＯ２膜に変換され、ＴＦＴ堆積前に必要とされる絶縁
および平坦化を生じる。別の平坦化材料は後で記載する。
【００５９】
　６．電気絶縁層の形成。必要に応じて用いてもよい、基板の表面を調整するための最終
表面前準備工程として、電気絶縁層を平坦化層の上面に堆積させる。適した絶縁層材料は
ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、ＳｉＯＮ、またはこれらの材料のいくつかの組み合わせとすること
ができる。これは典型的には約０．５～１．５μｍの範囲である。
【００６０】
　７．ＴＦＴ要素の形成。フレキシブル基板２０表面の準備後、ＴＦＴ要素の構築を始め
ることができる。この手順はゲート、ソースおよびドレイン構成要素および他の支持層の
構築のための構成要素作製分野において周知である方法を使用する。ＴＦＴ作製の一部と
して、半導体材料を堆積させ、その後、半導体材料の一部を選択的に除去することにより
パターンを形成させる。
【００６１】
　８．キャリア１８からの層剥離。これには、基板プラスチック材料の流動温度付近の温
度での熱の適用が必要である可能性がある。これにより基板２０がキャリア１８から分離
される。分離されると直ちに、基板２０を他の何らかの表面に積層させることができ、ま
たは冷却させることができる。別の層剥離法もまた使用することができる。
【００６２】
　別の実施形態では、微粒子材料１６は未硬化プラスチックにフィラーとして添加するこ
とができ、実施例２で記載したＣＴＥの利点を有する。
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【００６３】
＜表面処理法＞
　層１４および薄膜デバイス作製のための他の材料の接着を改善するための基板２０の表
面の調整は、多くの様式で実施することができる。前に述べたように、本発明の方法は、
微粒子材料１６の表面が基板２０表面上で露出され、これにより接着表面が与えられると
、最もよく機能する。基板２０内でバインダとして使用されるプラスチック材料の性質の
ため、微粒子材料１６のフィラーが使用されている場合でも、基板２０の表面は一般に、
高い比率の樹脂量を有する。このように、接着を改善するために微粒子材料１６を露出さ
せるには、表面自体に沿ってある割合のプラスチック材料を除去するためのいくつかの方
法が必要となる可能性がある。
【００６４】
　図３の拡大部分は、微粒子材料１６を露出させると、表面２２がどのように特徴づけら
れるかを示す。このように表面を調整するための方法は下記を含む：
・多くの適した酸を含む、エッチャント材料を使用するなどの化学的除去
・プラズマエッチング
・コロナ放電処理
・熱の適用
・超臨界二酸化炭素、ＣＯ２の使用
・レーザアブレーション
・真空での熱分解
【００６５】
　プラスチックバインダ材料除去のためのこれらの表面処理法の適用は、表面処理技術分
野の当業者によく知られている。微粒子材料１６が、基板２０の表面上および表面近くで
著しく集中しているフィラーとして添加され、または埋め込まれている図１の例示的な実
施形態とは異なり、基板２０がフィラーとしてプラスチックバインダ内で全体的に事実上
均一に混合されている微粒子材料１６混合物から構成される場合、これらの表面処理法を
使用することができる。前に述べたように、そのような材料の固有の利点はその改善され
たＣＴＥである。
【００６６】
　別の実施形態では、ＰＴＦＥの再流動の利点を使用すると、表面調整に有利である。微
粒子材料１６はＰＴＦＥまたはＰＴＦＥ組成物の加熱表面に、別の適した材料と共に、そ
のガラス転移温度Ｔｇのより少し高い温度で振りかける、または散布することができる。
ＰＴＦＥ材料を冷却させると、平坦化層または他の層の堆積のために調整された表面が得
られる。今述べた調整法を用いる、いくらかの量の処理を使用して、微粒子材料１６の堆
積後に、基板２０の表面を改善してもよい。
【００６７】
　さらに別の実施形態では、図４に示されるように、第１のプラスチック材料がベース基
板２４として用意される。その後、組成物２６をこのベース基板の表面上にコートし、こ
こで、組成物は少なくとも１つの微粒子材料１６と混合されるプラスチックバインダ材料
を含む。このように、このプロセスにより、例えば、図４で示されるような平坦化層１４
、絶縁層、または薄膜電子デバイスのいくつかの部分を形成するために使用される電気活
性半導体層であってもよい１つまたは複数の層を堆積させるように適当に処理された表面
が与えられる。
【００６８】
＜平坦化材料＞
　スピンオンガラスの他に、下記平坦化材料を異なる実施形態で使用してもよい：
・ベンゾシクロブテン（ＢＣＢ）。この材料は半導体グレードでなければならず、可動イ
オンが存在しない。
・アクリル
・テトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）
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【００６９】
　プラスチック基板を使用しようと試みる他の解決策に対し、ガラス、セラミック、また
は他の適した微粒子はプラスチックバインダのみの場合よりも良好な接着性を与えるので
、本発明の方法はＴＦＴ層の接着の改善を促進する。微粒子材料１６を使用すると、寸法
安定性が喪失する前の温度限界が増加し、より高い温度でのデバイス作製が可能になる。
【００７０】
　本発明の方法は、ＴＦＴ構成要素を直接フレキシブル基板上に形成することができ、積
層などの中間工程が必要ないので、好都合である。この方法は、特に、ウエブ（ｗｅｂ）
またはロール・ツウ・ロール（ｒｏｌｌ－ｔｏ－ｒｏｌｌ）作製に適しており、この場合
、基板シートは第１のロールから解かれ、前に記述したように微粒子材料１６を埋め込む
ことにおり表面調整を受け、さらに処理され、または第２のロールで将来の使用のために
巻き戻される。
【００７１】
　様々な型の広範囲の微粒子物質を、微粒子材料１６として、または、複数の材料の有利
な特性を利用する、使用される微粒子材料の混合物として使用することができる。前に記
載したように、電子デバイス作製プロセスにおける様々な点で、プラズマエッチングなど
のツールを使用して、別の型の表面調整を使用することができる。基板材料のシートの１
つの側または両側を、本発明の方法を用いて処理することができる。エンボス加工を含む
様々な方法を、平坦化層１４適用およびＴＦＴデバイス形成前に基板２０の表面を準備す
るために使用することができる。基板２０または平坦化層１４上に形成した構成要素は、
１つまたは複数のレンズまたは小レンズなどの屈折構成要素を含む光学要素を含むことが
できる。小レンズはＴＦＴ構成要素と空間的に整合させることができ、入力画素要素また
は出力画素要素が提供される。
【００７２】
　基板２０上に形成された電子デバイスを使用して、多くの異なる型の構成要素のいずれ
かへ、またはそれらから信号を与えることができ、画像表示画素またはイメージセンシン
グ画素に対し特別な用途を有する。例えば、基板２０表面上に形成された電子デバイスは
、例えば、対応する液晶画素、発光ダイオード画素、またはディスプレイ用の有機発光ダ
イオード画素と結合させることができる。イメージセンシングでは、基板２０表面上に形
成された電子デバイスは、刺激可能な蛍光体画素と、または生物学的検出器を含む別の型
のセンサ画素と結合させることができる。
【００７３】
　本発明はまた、底層がキャリアに関連する特性（例えばキャリアへの接着特性）に対し
最適化され、最上層が電子デバイスに関連する特性（例えばデバイス層への接着）に対し
最適化され、中間層が選択された特性、例えば、光学、電子、熱、磁気または化学特性を
達成するように最適化された多層基板に関する。
【００７４】
　このように、基板上で電子デバイスを作製するための装置および方法が提供される。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　電子デバイス、１２　薄膜構成要素、１４　層、１６　微粒子材料、１８　キャ
リア、２０　基板、２２　表面、２４　ベース基板、２６　組成物。
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